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MSMORTA DESCRIPIIVA
qﬁe ge presgente pars unir a la sclicituad
de
PATENTE DE INVENCION

Tormulada ol 10 ds Diciembre de 1S€0, con el N 262,135,

bor VEINTE afios
a nombre de F.V, FEILIPS‘GLOEILAMPINFABRIEEN, sntided -
nolsndesa, establecida en Emmasingel 29, Tindhoven, Ho-—-
lends, por:

WU DISPOSICIVO TRANSISTOR"

Ia inveneidn se refiere a un transistor que com—-—-
prende un cuerpo gemiconductor, 2l que son aplicados un

slectrodo emisor y un clsctrodo de hase uno al lado del

3y

otro, en la forma de elcctrodos de aleacidn, cuyes Zo-——-
nas asociadas de material semiconductor recrisializado -

N ’
Ioacemas a -

“

egtablecen uvn contacto con la zona de hase,
un método de fabricacidn de tal transistor. Ie expresidn
"glectrodo de alsacién" sobre un cueryo semicondvctor dg
be ger entendida como desisnzndo en la »rcseate vn elec-

trodo obtenido haciendo gque uvna cantidad de material —-
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electrddico que debes ger aleado en esta

la superficie del cuerpo semiconductor

7 gﬁiﬁ E ;ﬁ ?

do fundido sobre

por dehajo del —-

punto de fusidn del material semiconductor de cste cuer-

vo, Gisuelva una parte adyscente del cuerpo semiconduc—-

tor v subsecuentemente, mediante enfriamianto, haciendo

recrigtalizar primero narte del maeterial ssmiconducior -

disuelto en la forma de une zona crecida sobre el cusrpo

semiconductor, la asf{ 1lamade zona recristalizeda, des-—

ouds de lo cual se solidifice el reagto del material fun-

dido que consiste en la mayor parte del material de elec

trodo aleado, llamado a continuacién la zona solidifice-

de. Teta zona solidificads egtd geparads »or la zZona ro-

crigtalizeds del materisl inicial del cuerpo. 51 mate——

rial semiconductor de la zona recristalizada puede haber

zbsorbido impurezes activas del material aleado, determi

nendo estas imvurezas su conductividad especifica y su -

tipo de conductividad. In el presente caso la zong re-———

crigtalizade del emisor es de un tipo de conductividad -~

orueato al de la zonaz de base ¥y la zona recrigtalizada -

del electrodo de hase tlene un tipo de

igual al de la zona de base,

conductividad ~-

Bata zong de base, por ejemplo, puede ser formada

por el mismo cuerpo semiconductor. A fin de aumentar el

rango de Irecuencie del transistor hacla las frecuencias

més elevadas, se hicleron tentativas para reducir al mi-

nimo la distancia enire el clectrodo de base y el emisor,

gy

v, ademds, el espesor de la zona de base, fg conocido ob

tener por un método de difusidn con una lmpureza activa

edecuada, une tal zona de base delgada

ductividad es opuesto al del resto del

-2 -
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tors que constltuye en este caso la zena de colector.
Tal zons de base obtenida por un método de difusidn pue-
de ser provista como un conjunto antes de la nrovigidn -
del electrodo emisor v el eleotrodo de basc. Tembidn e
de ser formada al menos parclalmente, durante la provie—
gidn de al menos uno de estos electrodos de aleacién por
difusién de una impureza que se difunde rapidemente rro-
veniente de los electrodos aleados, en el materlal semi-
conductor adyacente., Al mismo tiempo puede ser introduci
da por difusién ung lmpureza proveniente de la atmbefera
ambiente en la superficie del cuerpo semiconductor adya-
cente al electrodo. Esta impureza, rvor ejemdlo, ruede ——
ser evaporada desde el mismo material elsctrddico.

Ta invencidn tiene por objeto entre otros, agran—
der avn nds el rango de frecuencia de wn transistor que
comprende wl cuerpo semiconductor al que son aplicados -
un electrodo emisor y el electrodo de base uvno junto al
otro en la forma de clectrodos de glezcidn, cuyas zonas
asociadas de material semiconductor recrisializado, esta
blecen un contacto con lu zona de base, De acuerdo con =
la invencidn el transistor se caracteriza por el hecho ~
de que el material regristalizado de al menos uno de esg-
tos electrodos es aliminado del lado alejado del otro e-
lectrodo sobre al menos la mitad de la superficie de con
sacto indeislmente ocupsda por la zona recristalizada con
la zona de buse. Ue esta menera, por sjenplo, las capaci
tancias internas perjudiciales pare un renge de alte fre
.cuancia pusden ger reducidas sin involuerar un sunento -
en le distancia entre el electrodo emisor y el electrodo

de base, Tn egbs cago el material recrigtalizade musde =

-3 -
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1aber sido eliminado solamente del electrodo

Elo

R embargo, es preferible climinar material
zado al menos del emisor, de modo que es reducida la cu~
pacitancia de 1a.junturayemisor~base rechtificadora, Lo -
superficie de contacto entre la zona recristalizeda y la
zone (8 base preferentemente no es mMayor gue un cusrto ~'
de la superficie de contacto inicial.

Debaria noterse que ya es conocido con un transisge
tor que tiene una zdna de bage formada por difusién, SO~
bre la que estédn provistos un electrodo emisor ¥y un clec
trodo de bage muy prdximos uno del otro, eliminer la zo-
na de bage nds alld de las‘partes cubiertas por dichos ~
dog electrodos y la parte ublcada entre ellos, por mordi

cacidn tanto como sea posible, do modo gque la junwura

o Tg

tre la zona de base y la zona de colsctor es reducida
una pequeﬁg superficie, a fin de reducir la capacitanciz
de esta juntura. #n tal proceso de mordicacidn a menudo

es inevitable que una parte neguefia de la zZona recistall
zada del electrode emisor y/o el electrolo d= hase, sea

eliminada. Sin anbargo 211{ ostd implicads la eliming——-
cidn de maeterisl recristalizado sobre una parte pequeils

gsolemente de la supsrficie de contacto inicialmente ocu-
pada por le zona recristselizade con la zona de baée, C—
mlentras que en ol método de acuerdo con la invencidn el

naterial recristalizado es eliminado sobre 21 nenog la -

nitad de le supsrficle de contacto inicialmente ocunala

por le zona recrisgtalizada., Ta zona golicdificada due pue
do suwtenderge més elld de la zona recrigtelizada, pusde

U4 . . 9 .
ger edn suficlentemente grande para una conexidn setis—

factoric.
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Ei nateriel eliminado, es reemplazado prefercente—-
rmente por un material aislente, por ejemple wna lzca aig
1znte. Asi lz parte saliente de la zona golidificada pue
de ser adecuadomente soportada,

Usta distancia sntre el clsctrode emigor ¥y ¢l ele

o

trodo de bose preferentemente es pequefia, por ejemplo me
nor que 2,5 miléginos de milfmetros, Ias dimensiones de
1la supsrficie ocupada por la zona recristalizada pueden
éer entonces del mismo orden de magnitud, mientras que -
1.8 dimansiones de la zona golldificada zusden ser nucho
nds grandes.

Debajo de al monos parte de la superficie de con~~
tacto inicizl, donde he sido eliminzdo el materisl recrig
talizado, lz zona de base miema, preferentemente, tembidn
eg eliminada, de modo que también la superiicie de con=-
taeto entre la zona de colector y le zona de base y por
1o tanto la capecitanclia entre la= base y el colesctor son
peducidas afin més.

Ta invencidn se refiere ademds a un método de Ffa——

-

bricacidn de uvn treansistor gue comprende un cuerpo seml-

conductor, al que son arllicados wno junto &l otro &1 —-

-

electrodo emisor y el electrodo de base en la forma clec

trodos de gleacidn, cuyas sonas asociades de material se
miconductor recristalizado establecen vwn cantacto con le
zona de basz. De acuerdo con la invencién este método se
caracteriza por el hecho que luezo de la anlicacidn de -
egtos electrodos de aleacidn la parte de la superficic -
del cuerpo semiconductor comprendide entre estos electro

dos es cublertz por un material ingensivle a los agentes
L)

mordicentes, después de lo cual el conjunto es sometido

-5 -
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a mordicacidn,
al menos uno de estos dos electrodos es eliminado del la
do alejedo del oiro electrodo sobre sl menos le mitad de
l1a superficie de contacto con la zona de base ocupada —
por la zong recrigtalizada.

&1 proceso de mordicecidn ovreferentemen te es reall
zado hagla gque como méxino gueda uné cuarta parve de la
superficie de contacto ocupada por la zona recrigtalisg-
da con la zona de Dbase,

| @1 proceso de mordicacidn preferentemente es lleva
do a la prictica en varias etzpas con mediciones interme
diariag de la capaclitancis de la juntura base-—emisor.
Tuede usarse més de un bafio mordicante, preferentemente
con agentes mordicentes de concentraciones diferentes -
y/0 usando diferentes pasajes de corriente, de modo que
en la primer etapa el proceso de mordicacidn es rezliza-
do nés rapidamente que durante las etapas siguientes, a
fin de obtener la cspacitancia deseads mds exdclananie.
Este mdtodo es muy adecuedo para métodos automiticos, —
por ejemplo, interrumpiendo el proceso de mordicacidn au
tomiticamente por medio de vn servo-mecanismo cumndo we
ha slcenzado la capacitancia deseada o ha caido justamen
te por debajo del valor desgeado.

Despuds de la aplicacidn de los electrodos de alea
cién vy antes del proceso del mordicacidén de al menos uno
de los electrodos de aleacién, una parbe puede ser me cé~
nicamente eliminada por ejemplo por corte, del lado alo-
jado del otro electrodo, De esta manera le forma final -
de la zona recristalizads regtante, lusgo de la mordice-

cidn, depende menos de la forma inicial del electrodo de

()
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aleacidén, de modo que la forma final es controleda mejor
eliziendo una formsa sdecuada de la zona frontal en que -
comienze la mordicacidn. |

A continuacidén se describirén, a titulo de ejémplo,
realizaciones del métody el transistor de acuerdo con -
la presente invencién, con referencia al dibujo esquend—

tico acompafiado, en que

¥

Ta fige 1 es una vista en corte trensversal de par
te de un transistor.

TLa fig, 2 e una visfa en planta de parie del tran
sigtor mogtrado en la fig. 1.

Ta fig. 3 muestra un circuito de pruebs para medir
la capacitancia entre el emisor y la tasec.

Te fig. 4 es una representacidn ssquemdtica en blo
que de un procedimiento de mordicacidn en variasg etapzs
en el método de amcuerdo con la presente invencidn,

Izs figs. 5 v & son vistes en planta ﬁaroiales de
otrog dos transigtores y

Te fiz. 7 es una vista parcial en corte trensver—-
sal Gel transistor mostrado en la fig, Go

En las figuras se ha omitido el sombreado por razo

.

nes de clasridad y se usan las mismasg referencias para de

gsignar partes o rasgos similares,

Refiriéndose shora a las flgs. 1 ¥ 2, un trensig—
tor comprende une rezidn resolidificada 1 que congigste -~
principalmente de plomo con aproximadamente 1 ¢ en peso
de szntimonio ¢ incluye un poco de germenio, vna residn 2
de germanio de tiyo n que consiste principslmente de ger
nanio e incluye ur poco de Hlomo ¥y un poco de antimoﬁio,

« 7 2 naona - . ) . s
ma residn resolidificada 3 que comsiste nrincinalmente
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de plomo, antimonio y zluminio e Incluye un poco de ger-—
manio, unz regldén 4 de germanio de tipo p recristalizada
cue congiste principalmente de sermanio e incluye un ;oO-
co de plomo, entimonio y sluminio, une rezién de base 5
de tipo n ¢ue consigte prinoipalmehte de germenio en gue
ge ha difundldo antimonié, vne parte no camblada 6 de -~
una rebanada cristalina Unice originalmente rectansular
de goermanio de tipo p Ce dimensionesn originzles de apro-
ximadamente 2 mms x 2 mms X 0,15 mmsg. y con une resgigti-
vidad de Eiohm/cm, gue constituye la zona de colector, -
wa regidén 7 de tipo p recristalizada que coneiste Hrdn-
cipalmente do germanio e incluye un poco de indile y ga-——
lio y una regibn resolidificada 8 due consiste principel
mente de indio y gelio e incluye un poco de germanio.
Tag difsrentes regiones semiconductoras egtén dlsefiadas
86lo de maners esquemgtica en la fig. 1, Por gjemplo en

realidad les zonag recristalizadas 2 y 4 se et tenderén S0

lo muy poco mis 2114 de las regiones resolidificadag 1 ¥
3 wvespectivas, Pinos =lambres de niquel ¢ y 10 y vn elan

hre de nicuel grueso 11 =on soldados a lag regiones 1, J
7 8 usando goldadura (e indlo 16, 17 y 15 regpsctivamen=
te. H1 zlembre O forma una conexidn a le base, el slam——
bre 10 forma une conexidn al emisor ¥ el alambre 11 Lfor-
ma wna conexidn sl colector del transistor y ademis es -
usado como soporhe mecénico.

~

Ta regibn 1 7 la regidn 2 estdn separadss de la v

io

’ (] ~
glon 3 7 la regidn 4 wor una ranura 12 que en su fondo -
tiene un ancho de arroximadamente C,025 mms, Ia ronura -

12 es relleneda hasta ¢l nivel dndicado zor la 1inea un

teada 13 con luea de policotirveno aplicudiz como Una golu
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cidn en etilmetilcetona,
1 trenslstor degceripio precedentomente puede ser
hecho de la manera sigulente.
Jobre la rebznada cristalina Unilca originalmente -

rectengular de germanio de tipo » es aplicada una belita

en la forma de un disco circular de un grosor de proxi-

nadamente 0,050 mmg. y 0,2 mm, de didmeiro, uue consiste

de plomo con 1 ¢ en pego de entimonio, y se fomme un con

tacto aleado calentado el conjunto & aproximadamente 7002
¢ durante aproximalemente 3 minutos en wa a%mésfera de
hidrdgeno, Desprds de enfriamisnto se forma la renuvra 12
que penetra en el contucto de sleacidn y su regidn re~—
eristalizada v se extiende ligeramente en ol material —-
del tipo p no disuelto del cucrpo. Bsta ranvra divide el
contacto de aleacidn en dogs partes, La ranura pvede ser
producida por corte vltrasénico usando un cabezal cortan
te delgado y una pasta de un abragivo fino ﬁor ejenplo g
brasivo de bxido de aluminio.

Algln aluminio es aplicado solamante a une parte -
del contacto de aleacidn v ol conjunto es calentado en——
tonces sh una atmdsfora de hidrdgeno durante aproximada-
mente 10 minubtosg a 7502C siendo fusionadas dvrante el ca
lentamiento las dos parieg del contacto y siendo difundi
do aluminio dezde las dos parites fundides en el material
del cuerpo por dcbajo Qe lag partes fusionadas en lag ~-
partss adyacentes de la superficie del cuerpo cuc inclu-
ye 1z parte de fondo de la renure 12, forméndose asi la
Tegién de tipo n 5. For enfriamiento se Forman las dosg =
reglones reéristalizadas 2 y 4 y las reglones regelidifl

- 3 I . .
cadas 1 ¥ 3. La regidn de tipo p 7 y la region resolidi-

-9 -
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ficada & pueden ser hechas de una manera ya conocids i
glonando una bolita,‘que consigta de una aleacidén de in~
dio-gallo, scbre el cuerpo de germanio.

Tl transistor arriba descripto es aliora sumergido
en un bailo mordicante electrolitico gue contiene wna so-
lucidn acuosa de hidréxido de gsodio, por ejemplo una so-
Tucidn al 5 <. T.os tres =lambres 9, 10 y 11 son conectados
al terminel positivo de una fuente de tensidn y un elec~
trodo de platino en el bafio es conectado al Tterminal ne-
gativo de la fuente de tensidn, Una gran cantidad del mg

terial recrigtalizado 2, 4 ¥ 7 es separado por morcicamm

(oo}
-

cidn por debajo de las regiones regolidificadas 1, 3 7
de modo gue el drea de contacto entre el materiel recrig
talizado 2 y 4 y la regidn de tipo n 5 es reducida para
ser no mas de la mited del drea de contacto presente ceg
puds de la sleacidn y antes de la mprdicacién. Las regilo
nes resolidificadas 1 y 3 substanciaclmente ho son ataca=
dag por el nedio mordicante ¥ asi se produce el socavado
de las regiones 1 y 3.

Tas 1lineas punteadas 18, 19 y 20 muestran’treS'etg
pas intermedias durante la etapa de mordicacidn, estendo
indicada la etapa final por la 1ines 20z, Ta mordicacidn
miede ser continuada hasgta gue las dreas de contacto entre
lag regiones 2 7y 4 ¥ lag regiones 1 ¥ 3 no =on més que -
una cuarts parte del drsa de contacto antes Ce la etapa
de mordicacidn. in un caso tipico, la dimesidn g inicisl
>

.,
- r - . o
25 mmg. y la dimension b &l Tinzl de la etape de -

es C,2

mordicacibn prolongada aproximadamente 0,1 mms. (ver fig.

P &, .
1), Lag édreas de contacto entre las regiones 1 y 3 ¥ 1la

regién 5 gon reducidas en aproximadamecate el mismo grado.

- 10 -
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Después de esta etapa de mordicacidn, la laoca de -
poliestireno en le ranura es eliminada usendo etilmetil-
cetona como solvente, y el conjunto es simergido en wn -~
bafio mordlicante pars una mordicacidn final en perdzido de

nidrégzeno de 20 volimenes a 702C durente aproximademente

\A

-

15 segundos. Ias regiones 1, 3 y 5 son luego cuticrtas -

con una mage 14 de laca de poliestirenc disuwelte en evil

netilcetona, penetrando la laca en 1as hendeduras por de
’

bajo de las regiones 1 ¥ 3 v otorgendo resisbencis meda-

10 nica al transistor.

Ta fiz. 2 muestra solamente la ranura 12 y las 14-
neas 18, 19, 20 7 20a gue son de foma subgtanclalmente
circuler dado gue el contorno extsrno de las reglones 1
v 3 unidas entre gl por la laca provista en la ranura 12
15 antes de 1z etapz de mordicacion prolongada, es inicial-
mente de forma substancialnente clrcular
@1 +treansistor as{ producido es entonces encerrade
en una capsula de cualquier manera conocida.
21 transgigtor descripto precedentamente tiens capa
20 citanciag emisor-base 7 bage—-colector bajas debldo a la
~ severa reduceidn del drea de la junturs base-senmisgor y =
ls juntura ~colacior
Te extensidn en que es efectuada la mordicacidn -
puede ger controlada vigilando la capacitancia de la Jun
25 tura base-cmisor que tlene a cada lado material de baja
reoigtividad. Ia capacitancia es suficientemente clevada
pere ser medida ain si el drea de la junturz es pequeiiz..
Ta figurs 3 muestra un circuito de pwrueba vara medir la
capaciitancia de la juntura base-emisor, i1 circuito de ~

30 prueba comprende un generador do sefigles £1 con uny Ire-

- 11 -
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cuencia Mde aproximadamente 20 Mc/s a wna peguefia inten—
gided de seflal de aproximadamente 50 nV (R, ’.S.). B se-
nerador 21 es conactado en serie con la juntura omisor=
base del drensistor y un resistor 22, slendo coneciado -
mn conductor 23 sl emisor del transistor y siendo conec—
tado un conduchor 24 & lu boee del trensistor. Tea sefial
desarrollada sobre el reglgtor 22 es medida nor medio de
wm voltinmetre o vdlvula 25 y da vna indicacidn de la Gaw
pacitancia de la junturz base-—smisor.

3¢ ha encontrado gue esta capacitencia puede ger -
nedide o el el trensistor estd sumergido en sgua ol se
toma cuidado que la resigtividad del ague sca olevada, -

mreﬁmﬂﬁ,mgwwmeumm}om.mmimmétmao@mdm-

temeia de pérdida debido = lgs conexiones a la base 7 al

4

emigor v este ez surentada gi el itramsistor es sumergide
en afua que tlene una constante die e1ldeirica de aproxina~
Gamenie 80, Sin embargo, se ha encontrade cue la capaci-
tancia de juntura base-émisor a una polarizacidn cero, -
puede ser supervisadz de esta menera heste gue dieminuye
a un valor de aproximadamente 7 pP, siendo la capacitan-
cia de pérdida con el transistor sumsrgide en acua de 2~
prozimadenente 3 4 1 pT.

Ta Tige 4 es un diagrema ssquendtico que muesgtra -
un aparato en gue puede llevarse a la practica la etapa

de mordicacidn prolongado. Betén provigtas una plurali-—

dad ds esbaclones siendo realizads la nordicacidn en es-

taciones ellernadag 26 y el lavedo en ague ¥ la pruebld -
gon rezlizades en otras esbaclones alterngdes 27, la  ~-
prueba es reallizada mediante un circuito como. el uusc‘ ip
to precedentemente con raferencizs = la fig. 3, siendo su
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nintstrada la tensidn desarrollads sobre ol resistor 22

duxrante la rrueba no a un voltimeﬁro gino o un digposit

13

vo de conirol cue deterrming si eg necesaria otra mordicg

-

« 7 . . « ! v . 2
cion, £l aparasto comprende tambicen una estacion de carg

i)

28 y wna estacion de descerge 29. Un transistor es inser
tado en un soporte en la estacidén 28 y luego eg desplaza
do e la primera estacidn de mordicacién 26 en que el —-
transi stor es conectado autométicamente para la mordice-
cibn v es sumergido en wn fldido mordicante en un bafo -
30. Después de un tiempo predeterminedo, el transistor -
es desplasado a la primers estacién de prueba 27, es co-
nectado a log conductores 23 y 24 del circuito de prueba
¥y es sumergido en un bafio 31 de agma. de lavado.

Cuando ha sgido efectuado el lavado durante un ~
tiempo suficiente, es conectado el circuito de pruebs 32
v es nedida la capacitancia de la junturs base-emlsor,
S1 la capacitencia no he gido suflclentemente reducide,~
el trangistor cs desplgzado a la gegunds estacidn de mnor
dicacién 26 a lo largo de wn camino indicado por la L1ime
nee pmteada 33 v cs nuevamente somstido a mordicacidn -
con el uso de un bafio 30 despuds de lo cuales desplaca-

do a lz segunda estacibn de prueba 27. Procedimientos el

()]
e

nllares son seguidos en cada cotacidn subsiguiente 2
27 hasta oue es elcanzada la capacitancla deseada. Cuen-
do es alcanssda lz. capacitancia deseada, la sallda del -
cireuito de prueba 32 hace Funcionar wn disposgitivo de -
relevador 34 de modo que no se efectia olrs mordicucidn,
Te linea punteada 33 indlca el camino del dispositivo.

1 trangistor alcanza Ffinalmente la estacidn de descarge

29 en que es gseparado del aparato. No es necesario mordi

- 13 -
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car en el mismo grado en cuda una de las cslacliones
puede ser preferible mordicar en grado considerable en -

la primera,estaoién 25 ¥ después mordicar ligeramente en

las estaciones siguientes 26 a f£in de alecanzor graduale——

mente la capacitancia deseala. Ademéds el gradoe de mordica
cién en vna estacidn sigulente ruede depender de la cape

citoncia medida en la pruebe precedente,

41 aparato es mostrado en el didujo esquendtico de
la figs 4 disruesto de unae manera lineal, pero serd obvio
gue el aparato pusde ser un aparsto giratorio ¥ cdends -
que pucde ser usedo un clrculto de pruebz fnico y conce-
tado a su vez o csda sstacidn 27 pera probar, antes cue
1a 1fnea de tranéisﬁores ge degplace hacia lus egtacio—
neg sucegivas de modo que puede efectuarse la descarga ¥
la recarga a su vez del soporte para los trangistorss.

i nrocediniento de mordicacidn también puede sor
aplicado a un trengistor cue comprende dos zZonas zleadss
provistas por sleacién en dos éreass separadas de un cuer
po senicondvector, como se indlca en la fig. 'S5, Se desta
ca que en zeneral las dos zonas pueden cstar uh HOCO SC-
paradas as{ como 0,05 mms, y la dimensidén de cade zona -
en la direccidn de separacidn ds las zonas puvede SET Gee
proxinadanente 0,2 mms, »

%1 transistor comprende dos regiones resolidifice~
das 36 y 37. Ias reglones 35 v 37 estdn conectadas a —
alembres (no mostrados) por soldadurs (no mostfada).
na recién 38 de un meterial resistente a la mordicacidn
eg nroviste entre lag dos reglones 36 y 37 por ejemplo 2
plicadg con un pincel; 71 trensistor es entonces mordicg

do de la manera descripta con referencia s las figs, 1 vy

- 14 -
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2, estando indicadas las etapas progresivas de noiggcﬁnn
cién por las lineas pnteadas 39.

m método szlternative es ilustredo en lag Tice, ©
¥y 7. intes que los alambres (no mOSU“ﬁLCV) sean gsesurem

14

dos en nosicidn, una parte de cada region resolidlficada
36 v 37 alejade de la otra reglén res solidificada es eli-
minada v en o1 transgistor ilustrado avroximadanente la ;
mitaed de cada una, las porciones sombreadas 40 y 41, son
eliminadas, por ejemplo con una ioja azuda. Los alam---
bres (no mostrados) son conectados ¥ pro&ista la regidn
regigtente a la mordicacién 38 y lag stapas progresivas
subsiguientes de mordicacidn ostén indicadas vpor las 1i-
neas 39; la linez 1llena 39 en le fige 7 1nd10a la exben-
gidn Tinel de la mordicacidne. 3e nobard cue en este cmso
no c¢g obtenids un droa alargada delgade de contacto entre
s1 neteorial recrisializado ¥ ¢l material rssolidificado
producida como se muestra en 1g-fige. £ sino wn drea cor-
tg'més anche Ge conbtacto como se indica en las figs. 6 ¥
7, mediante la cuel es obtenida une resistencia de base
inferior en esta Ultima realizacidn. ‘

Se notard que pera estos tres realizaciones, las -

de las figuras 1 y 2, la fig. 5 y las figs, 6y 7, el tz

%Js

maflo de lag reglones resolidificadas es mayor que la

reas de contacto entre el materiel recrigtalizade y la -
4 ] ) 4 = | z ) . “ . o 7
vegidn de base restonte despuvés de la mordicacion y por
’ o .
1o tanto aguelle para un area de contacto restante deter
ningda, en cada caso €s compzrativemente sinple UNIr we-

alambres o les regiones regolidificadas,

"

l
®

I

Coro slternative para sl uso de laca de poliesti

no v etilmaetilcstona como solvente, pueden ger usalas ~-

L'
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otras lacas resistentes a la mordicacidn y otros solven-
tes por ejemplo puede usarse "Cerric Black Resist" comer
cialmente disponible bajo la designacidn DH 5353 de la -
Cellon ITimited y acetona como solvente,

La pregente solicitud que corrssponde & la presen=—
teda en Gran Bretafim, el 14 de Diclembre de 1959, bajo -
ol mimero 42,433/59, se acoge & log beneficios del arti-

culo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

¥ 0o T A

Los puntos de invencidn propiz y nueva qus se pre-
sentan para que ssan objeto de. esta golicitud de Patente
de Invencién en ZEspefia por VEINTE afios, son los siguien—
tege

le~ TUn dispositivo transistor que comprende Un -
cuerpo semiconductor al que son aplicados wno junio 2l -~
otro un electrodo enisor y un_electrodo de bage en lg ——
forme de electrodos de aleacidén, cuyss zonas azgociades -
de meteriel semiconductor recristalizado estén en contac
to con la zona de base, ceracterizado por el hecho de -—
que el material recrigtalizsdo de al menos uno de estbos
electrodos ubicado en el lado alejado del otro electrodo,
es elimingdo &l menos en lo nmitad de la superficie de —-—
contacto de la zona de bage inicialmente ocupada por la
zong recrigtalizada,

2.~ Un dispositivo de ascuerdo con la reivindicacidn

1, caracterizado porque el material recristalizado es —

elinminado al menos desde el emisor.

- 16 -
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3e¢= Un dispositivo de acuerdo con las reivindicg—
ciones 1 § 2, caracterizado por el hecho de que le super
ficie de contacto de la zone de base ocupade por la zona
recrigtalizada alcanza a no més de una cuarta varte de -
la superficie:de contacto inicial,

4o~ Un digpositivo de acuerdo con cualoulera 46 ==
las reivindiceciones precedentes, caracterizado por el -
hecho de que el material eliminado es reemplazado por un
material ailslante,

5e= Un dispositivo de acuerdo con cualouiera de -
lag reivindicaciones precedentes, caracterizado por el -
hecho de que la distancia entre el electrodo emisor y el
electrodo de base es menor que 0,25 mms,

6o~ Un disgpositivo de acuerdo con cualquiera de —-
lag reivindicaciones precedentes, carecterizado por el -
hecho de que por debajo de al menos parte de la poreidn
inicigl de la superficie de contacto de la que es elimi-
nado meterial recrigtalizado, tembién es elimineda la zo
ne de base miama, '

%.- Un dispogitivo transistor.

Tal y como se ha descrito en la MNemoria que antece
de, representado en loa dos dibujos que se acompaflan y -
para los fines que se han especificado.

Bata Memoria congte de diecisiete hojas escritas a

méquine por une sole cara. 7 ?ﬁﬁ ’“ﬁﬂ
AT b, BO
Jadrid, @ !
f’-
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